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Пререквизиты дисциплины. Изучение дисциплины «Электрические свойства наноструктур» опирается на знание докторантами физических основ микроэлектроники, наноэлектроники, принципов работы электрохимического травления, квантовой механики, основ программирования в компьютерной среде Matlab. 
Постреквизиты дисциплины. Знания и умения, полученные докторантами при усвоении дисциплины «Электрические свойства наноструктур», являются базой для приложения теоретических знаний к объяснению нелинейных электрических свойств наноструктурированных пленок пористого кремния, будут изучены морфологии с помощью сканирующей зондовой микроскопии NTegra Therma, а также вольтамперные характеристики пористого кремния. 
Целью преподавания дисциплины является ознакомление докторантов с основными физическими явлениями в наноструктурированных полупроводниках, новейшими технологиями наноэлектроники, фрактальным подходом к описанию и моделированию процессов в наноструктурированных полупроводниках при помощи компьютерной среды Matlab.
В результате изучения дисциплины «Электрические свойства наноструктур» докторант должен:

• знать основные закономерности свойств наноструктур, вольтамперных характеристик с отрицательным дифференциальным сопротивлением;

• иметь представление о технологии травления пленки ПК для создания генераторов хаоса с широкополосным спетром;
• моделировать физические процессы в наноструктурированных полупроводниках при помощи компьютерной среды Matlab
Структура курса:

	недели
	Название темы
	Часы
	Темы СРС

	1
	Лекция 1. Начало наноэлектроники, барьеры на пути перехода от микро- к наноэлектронике 
	2
	

	
	Семинарское занятие 1-2. 
Волновые функции электрона как частицы, переносящие электрический заряд в нноэлемента. Энергетический спетр наноэлектронных элементов.
	6
	

	2
	Лекция 2. Области применения пористого кремния в нанотехнологий.  
	2
	

	3
	Лекция 3. Фрактальная или многобарьерная туннельная структура нанопленки пористого кремния. Фрактальные, кластерные свойства поверхностей твердых тел.
	2
	СРДП 1. Изменения характеристик и свойств ПК от параметров травления и состава электролита.

	
	Семинарское занятие 3-4. Получение спектра поглощения и люминесценции кристаллического порошка и матрично-изолированных молекул
	6
	

	4
	Лекция 4. Электрические свойства ПК. 
	2
	 

	5
	Лекция 5. Методы электрохимического травления в электролите HF и C2H2OH 
	2
	

	
	Семинарское занятие 5-6. Время травления пленки пористого кремния и соответствующая толщина пленок. 
	6
	

	6
	Лекция 6.  Получение микрофотографии с помощью оптического и растрового электронного микроскопов. Микроскопические данные  по  исследованию морфологии поверхностей полупроводниковых тонких  пленок 
	2
	

	7
	Лекция 7. Исследование нелинейной области  вольтамперной характеристики в нанопленках ПК. 
	3
	СРДП 2.  Получение генератора хаоса с максимально широким спектром 

	
	Семинарское занятие 7-8. Объяснение эффекта вольтамперных характеристик с отрицательным дифференциальным сопротивлением нанопленок явлением туннелирования электронов через потенциальный барьер.
	6
	

	
	Семинарское занятие 9-10. Фрактальное строение с иерархическими структурами различных геометрических масштабов нанопленок. 
	6
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ Политика курса

Все виды работ необходимо выполнять и защищать в указанные сроки. Студенты, не сдавшие очередное задание или получившие за его выполнение менее 50% баллов, имеют возможность отработать указанное задание по дополнительному графику. Студенты, пропустившие лабораторные занятия по уважительной причине, отрабатывают их в дополнительное время в присутствии лаборанта, после допуска преподавателя. Студенты, не выполнившие все виды работ, к экзамену  не допускаются. Кроме того, при оценке учитывается активность и посещаемость студентов во время занятий.

будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, несанкционированном доступе в Интранет, пользовании шпаргалками, получит итоговую оценку «F».

За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис-часов.

Шкала оценки знаний:
	Буквенный эквивалент оценки
	Цифровой эквивалент оценки (GPA)
	Баллы в %
	Оценка по традиционной системе

	A
	4
	95-100
	"Отлично"

	A-
	3,67
	90-94
	

	B+
	3,33
	85-89
	"Хорошо"

	B
	3
	80-84
	

	B-
	2,67
	75-79
	

	C+
	2,33
	70-74
	"Удовлетворительно"

	C
	2
	65-69
	

	C-
	1,67
	60-64
	

	D+
	1,33
	55-59
	

	D
	1
	50-54
	

	F
	-
	0-49
	"Неудовлетворительно"

(непроходная оценка)

	I
	-
	-
	"Дисциплина не завершена"

	W
	-
	-
	"Отказ от дисциплины"

	AW
	-
	-
	"Отчислен с дисциплины"

	AU
	-
	-
	"Дисциплина прослушана"

	P/NP (Pass / No Pass)
	-
	65-100/0-64
	"Зачтено/ не зачтено"


При оценке работы студента в течение семестра учитывается следующее:

- посещаемость занятий;

- активное и продуктивное участие в практических занятиях;

- изучение основной и дополнительной литературы;

-  выполнение СРС;

- своевременная сдача всех  заданий 
За несвоевременную сдачу трех заданий СРС выставляется оценка AW.  

 
Политика академического поведения и этики

· обязательное посещение занятий;

· активность во время практических (семинарских) занятий;

· подготовка к занятиям, к  выполнению домашнего задания  и СРС.
Недопустимо:

· опоздание и уход с занятий;

· пользование сотовыми  телефонами во время занятий;

· обман и плагиат;

· несвоевременная сдача заданий.
Выставление оценок
	№
	Вид контроля
	Максимальный балл
	Минимальный балл  или рейтинг допуска) 
	Примечание 

	1
	Рубежный контроль 1 
	100
	50 
	Сумма оценок по все видам заданий за 1 - 7 недели

	2
	Рубежный контроль 2
	100
	50 
	Сумма оценок по все видам заданий за 8 - 15 недели 

	3
	Оценка текущей успеваемости 
	(РК1+РК2)/2=100 
	50 
	Среднее арифметическое РК1 и РК2

	4
	Оценка итогового контроля (экзаменационная оценка)
	100
	50 
	

	5
	Итоговая оценка по дисциплине 
	100
	50 
	Среднее арифметическое оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки


Рассмотрено на заседании кафедры 
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